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OEM: Texas Instruments Transistor TIS25 Datasheet

Dual-N-Kanal-Epitaxial-SILIZIUM-Planar-Feldeffekt-Transistoren

Zwei gepaarte, symmetrische Feldeffekt-Transistoren
GroBes Verhdltnis | yas|/ Cus

Geringe Eingangskapazitat, Cis: max 8 pF

Geringer Gate-Differenzstrom: max 10 nA bei Tv = 100°C
Niedrige Rauschzahl; max 5 db bei 10 Hz

Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Nuclear-Einflisse

Empfohlen fiir Gleichstromverstarker, Haltekreise
und Serien-Shunt-Chopper

Mechanische Daten* TIS25, TIS26, TIS27
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*Absolute Grenzwerte
Einzelelement Gemeinsam

Drain-Gate-Spannung B0V

Drain-Source-Spannung +50 V
Gate-Source-Sperrspannung —50 v

Drain 1 — Drain 2 Spannung + 120V
Spannung zwischen Anschluf und Geh#use + 120V
Gate-Strom 10 maA

Dauerverlustleistung bei {oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 1) 300 mW 600 mwW
Lagerungs-Temperaturbereich + —B86°C bis +200°C —
Temperatur der Anschlisse, 1,5 mm vom Gehause (10 5) 300 °C
Bemerkung:

1. Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 2 mW/°C fir jedes Einzelelement und 4 mW/°C gemeinsam,
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min  max Einh.
Uier)cas Gate-Source- lg=—1 g, Upz=10 —50 v
Durehbruchspannung
lgss Gate-Raststrom Ugg =—30V,Ups =0 =025 nA
Ugs = =30V, Upg = 0, Ty = 150 *C =260 nA
Ipas Drainstrom Ups =15V, Ugs=10 05 8 ma
Ugs Gate-Source-Spannung Ups =15V, Ip = 50 pA —05 —4 L)
Ugs Pinch-off-Spannung Ups =15V, Ip=105nA —5 v
Fas(on) Dy, Drain-Source- Ip = 0, Ugs =0, f=1kHz 500 Q
DurchlaBwiderstand
Iysas|  Vorwértssteilheit Ups = 15V, Ugs =0, fw1kHz 1500 6000  pS
| yass | Ausgangsleitwert Upg =15V, Ugs =0, f=1kHz 25 b3
Cias Eingangskapazitat Ups =15V, Ugs =10, f=1MHz 8 pF
—C1s Rickwirkungskapazitat Upg =15V, Ugs =10, f=1MHz 4 pF
| va1s | Vorwartssteilheit Ups =15V, Ugs=10, f = 100 MHz 1500 ps
Bemerkung:

2, Die nicht unter Messung stehenden Anschlisse bei diesen Werten bleiben im Leerlauf.
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Parameter Prif- TIS25 TiIS26 TiS27 Einh.
bedingungen min max min max min max
| lass: — lasss | Gate-Differenz- Ugg = —15V, 10 10 M nA
Reststrom Ups =0,
Ty = 100°C
Ipgs: [ lpsss Drain-Stromverhéltnis Ups = 168V, 05 1 09 1 080 1
bei Gate-Mullspannung Ugs =0
(Bem. 3)
[Vga—Uasl Gate-Source- Ups =15V, a 16 2 mv
Differenzspannung Ip = 50 sA
Ups = 158V, & 10 15 mv
Ip = 500 wA
|A(Ugsi— UosdTu | Gate-Source- Ups = 15V, 5 10 15 mv
Differenzspannung Ip = 500 uA,
bel Tup) = +25°C,
Temperaturwachsel Tugy = —40°C
Uns = 158 V¥, 5 10 15 mv
In = 500 uA,
Ty = +25°C,
Ty = +100°C
Iyausly { | yausla Verhdltnis Upg =15V, 08 1 0% 1 0801
der Ugs = 0
Vorwartssteilheiten (Bem. 3)

Bemerkung:

3. Der niedrigere dieser zwei Werte wird als Zahler genommen.
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Transistor TIS25

Datasheet

Arbeitswerte bel Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen TIS2S TIS26 Ein-
max max heit
F Mittlerer Rauschfaktor Upsg = 15V, Ugs = 0, f= 10 Hz, 5 5 dB
Rg =1 M%, Rauschbandbreitea = 5 Hz
eén  Aguivalente Eingangs- Ups =15V, Ugs =0, f = 10 Hz, 200 200 nvf
Rauschspannung Rauschbandbreite = 5 Hz HzY%
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